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概要

EBICとEBSDで電気的性質と結晶の関連性についての知見が得られますが、情報の深さが異なります。
EBIC分布測定で電気的性質が特徴的であった箇所について、直交断面を作製し、奥行き方向のSTEM
像観察を行いました。また、各結晶粒について電子線回折を測定しました。これにより、電気的性質と結
晶粒・結晶粒界の関係がより一層、明らかになりました。STEM観察および電子線回折測定を行うことに
より、特定箇所の結晶粒について局所的な情報を得ることが可能です。
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任意断面のEBIC測定で特徴があった箇所の直交断面観察

測定法 ：TEM・EBIC・EBSD
製品分野 ：太陽電池
分析目的 ：構造評価・形状評価
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